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MOSFET - 2N6660, VQ1004J/P

-MOSFET datasheeti (veri sayfasi) 4 sayfadan olusmaktadir. Datasheet 6dev sonuna eklenmistir.
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-Datashette (istte 6rneklenen kissim MOSFET e sahip sirketin tanitimi (isim ve slogan) yer almaktadir.

2N6660, VQ1004J/P |

-Ustteki kisim datasheetin sahip oldugu bilgilerin hangi MOSFET’ler icin gecerli oldugu belirtilmis.
Birden cok MOSFET'e hitap edebilmesi bunlarin ortak 6zelliginin oldugunu ifade etmektedir.

PRODUCT SUMMARY
Part Number V(BR)DSS Min (V) rDS(on) Max (€2) VGS{th) (V) Ip (A)
2N6660 - 3@Vgs=10V D8to2 1.1
VQ1004J/P 35@Ves=10V 08t025 0.46

-Ustteki kisim MOSFET'in iiriin 6zellikleri hakkinda fikir beyan edilmesi icin genel bilgiler sunulmustur.

(v(eripss = drain-source kirilma voltaji // rps(en) = direncin saturasyon voltaji // Vesith) (V) = gate-
source esik voltaji)

FEATURES BENEFITS APPLICATIONS

¢ Low On-Resistance: 1.3 Q e Low Offset Voltage e Direct Logic-Level Interface: TTL/CMQS

e Low Thrashold: 1.7 V e Low-Yoltage Operation e Drivers: Relays, Solenoids, Lamps, Hammers,
e Low Input Capacitance: 35 pF e Easily Driven Without Buffer Displays. Memoaries, Transistors, efc.

e Fast Switching Speed: & ns ® High-Speed Circuits * Battery Operated Systems

e Low Input and Output Leakage ® Low Error Voltage ® Solid-State Relays

-Ustteki kissmda MOSFET’in 6zellikleri, yarari, kullanimi hakkinda bilgiler yer almaktadir.
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-Ustteki kissm MOSFETun sekli hakkinda fikir beyan edilmesi icin resimli gorsel yerlestirilmistir. Sol
tarafta yer alan sekil 2N6660 tiirl icin sag taraftaki ise VQ1004J/P tiirli icin gecerli sekillerdir.
Sekillerin yaninda da MOSFET markasinin nasil olustugunu aciklamaktadir.

N-Channel 60-V (D-S) Single and Quad MOSFETs

- Ustteki kisim MOSFET’in tek ve dért N kanal cikisi ve Drain-Source Voltajinin arasinda 60 volt

olacagini belirtmektedir.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)

Single Total Quad

Parameter Symbol | 2N6660 | VQ1004J | VQ1004P | VQ1004J/P | Unit
Drain-Source voltage Vpg &0 &0 &0
Gale-Source Vollage Ves +70 +30 =20 ¥
Continuous Drain Cument Te=25°C | 1.1 0.46 048
(T4=150°C) To= 100°C D 08 028 0.26 A
Pulsad Drain Current? oM 3 2 2

Te=25°C 6.25 13 13 2

Bowes Hisypation Te= 100°C Fo 25 052 052 0o W
Thermal Resisiance, Junction-io-Ambien® Rina 170 0.96 0.96 62.5 -
Thermal Resistance, Junction-io-Case Rihic 20 §
Operating Junction and Storage Temperature Range Ty, Teyg —55 to 150 *C

oles
a. Pulse width limited by maximum junction temperature.
b. This parameter not registersd with JEDEG.

-Ustteki kisim baslica maksimum degerleri icermektedir. Degerleri parametre, sembol, datasheet'in
icerdigi MOSFET tlrleri ve birim cinsinden belirtmistir. TA ile belirtilen kisim degerlerin aksi
belirtilmedigi slirece ortam sicakligi 25°C'de gecerli oldugunu vurgulamaktadir.




SPECIFICATIONS (T, = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)

a
b

c.
d.

Pulse test: PW = B0 us duty cycle = 1%
Switching time is essentially ndependent of operating temperature.
This parameter not registered with JEDEC on 2N6660.

Limits
2NBBED VQ1004P
Parameter Symbol Test Conditions Typ® | Min | Max Min Max | Unit
Static
Drain-Source
Vigmioza Vea =0V, Ip = 10uA 75 80 80
Breakdown Voltage v
Gate-Threshold Voltage Nosa Vos=Vaz. b=1mA 17 0.8 2 0.8 25
Voe =0V, Vga = £15V 4100 4100
Gate-Body Leakage I nA
29 -— T = 125°C = 4500

Vpz =80 V.Vgz =0V 10

Vpg=35V. Vg =0V
Zero Gate ; Vpo =48V, Vgz =0V 1 2
Vioitage Drain Current - | Te = 125°C 500 500

Vpa=28V. Vgz =0V

| ¢ = 125°C

On-State Drain Curent® o Vpz =10 V.Vge =10V 3 15 15 A

Vae=5V. lp=0.3A¢ 2 5 5
Drain-Source On-Resistance® Foaian: Vez=10V.Ig=1A 13 3 35 Q

Te = 125°Ca 24 42 40

Forward Transconductance® O Vo =10V.Ip=05A 350 170 170
Common Source = = mS
Okt Ol . es Voe=10V.Io=0.1A 1
Diode Forward Voltage Vao 3 =082A Vg =0V 08 '
Dynamic
input Capacitance Cies 35 50 60
Qutput Capacitance Coss Ve =24V, Vas =0V 25 40 50 .
Reverse Transfer Capacitance G f=1M T 10 10
Drain-Source Capacitance Cas k) 40
Switching®
Tum-On Time tow Vpo=25 VR =230 8 10 10

Io = 1A Vggy =10V ns
Tum-0ff Time torr Rg =250 85 10 10

Notes
For DESIGN AID ONLY, not subject to production testing. VNDQOS

-Ustteki kissimda MOSFET'in tanimlamalan yer almaktadir. Tanimlamalari statik, dinamik ve
anahtarlama anlarini; parametre, sembol, test degerleri, tip, minimum-maksimum limit ve birim ile

aciklayarak vermistir. TA ile belirtilen kisim degerlerin aksi belirtilmedigi slirece ortam sicaklig
25°C’de gecerli oldugunu vurgulamaktadir.

[TYPICAL CHARACTERISTICS (T, = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)

-Ustteki kissm MOSFET'in tipik ozellikleri ile ilgili bilgileri paylasacag kisim baslangicidir asagida
ayrintili olarak incelemeye baslayacaktir. TA ile belirtilen kisim degerlerin aksi belirtilmedigi slirece
ortam sicakhig 25°C'de gecerli oldugunu vurgulamaktadir.




Ohmic Region Characteristics Output Characteristics for Low Gate Drive
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-Ustteki grafiklerden soldaki MOSFET’in ohmik bolge karakteristigini sagdaki gatedeki volt-akim cikis
karakteristigini vermektedir. iki grafikte draindeki akim ile drain-source arasindaki olusan voltaji
kiyaslamaktadir.

Transfer Characteristics On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
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-Ustteki grafiklerden soldaki MOSFET’in transfer karakteristigidir, grafikte draindeki akimin gate-
source voltajina kiyaslamasi sagdaki grafik ise MOSFET(direnc gibi oldugunda)’in gateden source a
olusan voltaja verdigi tepki grafigidir.



On-Resistance vs. Drain Current
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Iz — Drain Current (A)
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Normalized On-Resistance
vs. Junction Temperature
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-Ustteki grafiklerden soldaki MOSFET(direnc gibi oldugunda)’in drain akimina verdigi tepki grafigi
sagdaki MOSFET(direnc gibi oldugunda)’in sicakliga verdigi tepki grafigidir.
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-Ustteki grafiklerden soldaki MOSFET'in esik bélge sagdaki kapasitans grafigidir.
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-Ustteki grafiklerden soldaki MOSFET'in gate yiiklemesi

grafigidir.
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Load Condition Effects on Switching
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sagdaki ise anahtarlamadaki akim yliklenme



Normalized Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case (TO-205AD)
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t1— Square Wave Pulse Duration (sec)
-Ustteki grafik anahtarlama yapilirken MOSFET'in sicaklik sonucu, verdigi yanitin gecikme siireleri
degerlendirilmistir.



